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KP-2　二波長フォトダイオード

KPMC29

波長域を広げるため短い波長に感度を有するSiの受光素子と、長い
波長に感度を有するInGaAsの受光素子を同一光軸上に積層しまし
た。
小型化を達成するため、KP-2 二波長フォトダイオードKPMC29はSi
の受光素子の基板側に設けた凹状の窪みにInGaAsの受光素子を収
納することでパッケージの高さを極限まで低くすることが可能にな
りました。(特許取得済み、特許第6711985号)
これにより当社従来品に比べ、体積比で1/8まで小型化を実現して
います。

概要

同一光軸上にSiとInGaAsのフォトダイオードがハイブリッド集積
されています。

幅広い波長域に感度を有します。

低暗電流型製品です。

特徴

幅広い受光波長域（λ=400～1700nm）

同一光軸下での光学設計が可能

小型・低背のトランスファーモールドパッケージでリフロー半田
実装対応

用途

分光光度計

放射温度計

医療機器

ヘルスケア機器

光ファイバ試験機器（FOTE）

パッケージ

SMD
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絶対最大定格

項目 記号 検出器 定格値 単位 備考

逆電圧 VR

Si

InGaAs

10

10
V -

逆電流 IR

Si

InGaAs

1

5
mA -

順電流 IF

Si

InGaAs

10

10
mA -

動作温度 Topr - -20 to +80 ℃ 結露なきこと

保存温度 Tstg - -30 to +85 ℃ 結露なきこと

電気的・光学的特性 (指定の無い場合 Ta=25℃)

項目 記号 検出器 Min. Typ. Max. 単位 備考

受光サイズ S
Si

InGaAs

-

-

2.2 x 2.2

0.86 x
0.86

-

-
mm2 -

検出波長 λ
Si

InGaAs

400

900

-

-

1000

1700
nm -

受光感度 R
Si

InGaAs

0.5

0.8

0.6

0.9

-

-
A/W

VR=0V,λ=850nm

VR=0V λ=1550nm

暗電流 ID

Si

InGaAs

-

-

0.1

1

10

10
nA VR=5V

端子間容量 Ct

Si

InGaAs

-

-

30

45

50

60
pF VR=5V f=1MHz
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